
概要 _______________________________
MAX5078A/MAX5078Bは高速MOSFETドライバで、
最大4Aのピーク電流をソース/シンクします。これらの
製品は20nsの高速伝搬遅延と20nsの立上り/立下り時間
を持ち、5000pFの容量性負荷を駆動します。伝搬遅延
時間は最小限に抑えられ、反転及び非反転入力間でマッ
チングしています。大ソース/シンクピーク電流、低伝
搬遅延、及び放熱特性を高めたパッケージによって、
MAX5078A/MAX5078Bは高周波及び高電力回路に最適
です。

MAX5078A/MAX5078Bは4V～15Vの単一電源で動作し、
非スイッチング時の消費電流は40µA(typ)です。これら
の製品は出力状態の変化時のシュートスルーを排除する
ロジック回路を内蔵し、高スイッチング周波数で動作
電流を最小限に抑制します。ロジック入力は、VDD電圧
に関係なく、最大18Vの電圧スパイクから保護されます。
MAX5078AはCMOS入力ロジックレベルを備え、また
MAX5078BはTTL対応の入力ロジックレベルを備えてい
ます。

MAX5078A/MAX5078Bは反転入力と非反転入力を
ともに装備し、MOSFET制御のフレキシビリティを
向上させます。これらの製品は6ピンTDFN(3mm x
3mm)パッケージで提供され、-40℃～+125℃の自動車用
温度範囲で動作します。

アプリケーション ____________________
パワーMOSFETスイッチング モータ制御

スイッチモード電源 電源モジュール

DC-DCコンバータ

特長 _______________________________
♦ 単一電源：4V～15V

♦ ピークソース/シンク駆動電流：4A

♦ 伝搬遅延：20ns(typ)

♦ 反転入力と非反転入力間の遅延をマッチング

♦ VDD/2 CMOS (MAX5078A)/TTL(MAX5078B)
ロジック入力

♦ 0.1 x VDD(CMOS)及び0.3V(TTL)ロジック入力
ヒステリシス

♦ 最大ロジック入力：+18V(VDD電圧に無関係)

♦ 低入力容量：2.5pF(typ)

♦ 自己消費電流：40µA(typ)

♦ 動作温度範囲：-40℃～+125℃

♦ 6ピンTDFNパッケージ
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型番 _______________________________

MAX5078A
MAX5078B

VDD

IN+

IN-

OUT

GND

4V TO 15V

N

PWM IN

標準動作回路 ________________________

19-3346; Rev 0; 7/04

* EP = エクスポーズドパッド

PART TEMP RANGE
PIN-
PACKAGE

TOP
MARK

MAX5078AATT -40°C to +125°C 6 TDFN-EP* AHL

MAX5078BATT -40°C to +125°C 6 TDFN-EP* AHM

選択ガイド _________________________

PART PIN-PACKAGE LOGIC INPUT

MAX5078AATT 6 TDFN-EP VDD / 2 CMOS

MAX5078BATT 6 TDFN-EP TTL

6 IN+1IN-

TDFN-EP

TOP VIEW

GND 2

GND 3

OUT5

VDD4

MAX5078

ピン配置 ___________________________

無料サンプル及び最新版データシートの入手には、マキシムのホームページをご利用ください。http://japan.maxim-ic.com

本データシートに記載された内容はMaxim Integrated Productsの公式な英語版データシートを翻訳したものです。翻訳により生じる相違及び
誤りについては責任を負いかねます。正確な内容の把握には英語版データシートをご参照ください。
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VDD = 4V to 15V, TA = -40°C to +125°C, unless otherwise noted. Typical values are at VDD = 15V and TA = +25°C.) (Note 1)

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

(Voltages referenced to GND.)
VDD ..............................................................................-0.3V to +18V
IN+, IN- ........................................................................-0.3V to +18V
OUT .................................................................-0.3V to (VDD + 0.3V)
OUT Short-Circuit Duration.......................................................10ms
Continuous Source/Sink Current at OUT_ (PD < PDMAX).....200mA

Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)
6-Pin TDFN-EP (derate 24.4mW/°C above +70°C) .......1951mW

Junction-to-Case Thermal Resistance (θJC) ..........................2°C/W
Operating Temperature Range..............................-40°C to +125°C
Storage Temperature Range .................................-65°C to +150°C
Junction Temperature...........................................................+150°C
Lead Temperature (soldering, 10s)......................................+300°C
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PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

POWER SUPPLY

VDD Operating Range VDD 4 15 V

VDD Undervoltage Lockout UVLO VDD rising 3.00 3.5 3.85 V

VDD Undervoltage Lockout
Hysteresis

200 mV

VDD Undervoltage Lockout to
Output Delay

VDD rising 12 µs

VDD = 4V 28 55
IDD

IN+ = 0V, IN- = VDD
(not switching) VDD = 15V 40 75

µA
VDD Supply Current

IDD-SW Switching at 250kHz, CL = 0 0.5 1.2 2.2 mA

DRIVER OUTPUT (SINK)

TA = +25°C 1.1 1.8VDD = 15V,
IOUT = -100mA TA = +125°C 1.5 2.4

TA = +25°C 2.2 3.3
Driver Output Resistance Pulling
Down

RON-N
VDD = 4.5V,
IOUT = -100mA TA = +125°C 3.0 4.5

Ω

Peak Output Current (Sinking) IPK-N VDD = 15V, CL = 10,000pF  4 A

VDD = 4.5V 0.45
Output-Voltage Low IOUT = -100mA

VDD = 15V 0.24
V

Latchup Protection ILUP Reverse current IOUT (Note 2) 400 mA

DRIVER OUTPUT (SOURCE)

TA = +25°C 1.5 2.1VDD = 15V,
IOUT = 100mA TA = +125°C 1.9 2.75

TA = +25°C 2.75 4
Driver Output Resistance Pulling
Up

RON-P
VDD = 4.5V,
IOUT = 100mA TA = +125°C 3.75 5.5

Ω

Peak Output Current (Sourcing) IPK-P VDD = 15V, CL = 10,000pF  4 A
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VDD = 4V to 15V, TA = -40°C to +125°C, unless otherwise noted. Typical values are at VDD = 15V and TA = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VDD = 4.5V
VDD -
0.55

Output-Voltage High IOUT  = 100mA

VDD = 15V
VDD -
0.275

V

LOGIC INPUT (Note 3)

MAX5078A
0.7 x
VDDLogic 1 Input Voltage VIH

MAX5078B (Note 4) 2.1

V

MAX5078A
0.3 x
VDDLogic 0 Input Voltage VIL

MAX5078B 0.8

V

MAX5078A
0.1 x
VDDLogic-Input Hysteresis VHYS

MAX5078B 0.3

V

Logic-Input-Current Leakage IN+ = IN- = 0V or VDD -1 +0.1 +1 µA

Input Capacitance CIN 2.5 pF

SWITCHING CHARACTERISTICS FOR VDD = 15V (Figure 1)

CL = 1000pF 4

CL = 5000pF 18OUT Rise Time tR
CL = 10,000pF 32

ns

CL = 1000pF 4

CL = 5000pF 15OUT Fall Time tF

CL = 10,000pF 26

ns

Turn-On Delay Time tD-ON CL = 10,000pF (Note 2) 10 20 34 ns

Turn-Off Delay Time tD-OFF CL = 10,000pF (Note 2) 10 20 34 ns

SWITCHING CHARACTERISTICS FOR VDD = 4.5V (Figure 1)

CL = 1000pF 7

CL = 5000pF 37OUT Rise Time tR
CL = 10,000pF 85

ns

CL = 1000pF 7

CL = 5000pF 30OUT Fall Time tF

CL = 10,000pF 75

ns

Turn-On Delay Time tD-ON CL = 10,000pF (Note 2) 18 35 70 ns

Turn-Off Delay Time tD-OFF CL = 10,000pF (Note 2) 18 35 70 ns
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(VDD = 4V to 15V, TA = -40°C to +125°C, unless otherwise noted. Typical values are at VDD = 15V and TA = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

MATCHING CHARACTERISTICS

VDD = 15V, CL = 10,000pF  2Mismatch Propagation Delays from
Inverting and Noninverting Inputs to
Output

∆tON-OFF
VDD = 4.5V, CL = 10,000pF  4

ns

Note 1: All devices are 100% tested at TA = +25°C. Specifications over -40°C to +125°C are guaranteed by design.
Note 2: Limits are guaranteed by design, not production tested.
Note 3: The logic-input thresholds are tested at VDD = 4V and VDD = 15V.
Note 4: TTL compatible with reduced noise immunity.

RISE TIME vs. SUPPLY VOLTAGE
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IDD-SW SUPPLY CURRENT
vs. SUPPLY VOLTAGE
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DUTY CYCLE = 50%
VDD = 15V, CL = 0

1MHz

50kHz100kHz

500kHz

SUPPLY CURRENT vs. SUPPLY VOLTAGE
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標準動作特性 _______________________________________________________________
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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INPUT THRESHOLD VOLTAGE
vs. SUPPLY VOLTAGE
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MAX5078A
(CMOS INPUT)

VIN RISING

VIN FALLING
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vs. SUPPLY VOLTAGE
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VIN FALLING

MAX5078B
(TTL INPUT)

SUPPLY CURRENT vs. LOGIC-INPUT
VOLTAGE (INPUT LOW-TO-HIGH)
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SUPPLY CURRENT vs. LOGIC-INPUT
VOLTAGE (INPUT HIGH-TO-LOW)

MAX5078B (TTL INPUT)
VDD = 15V
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MAX5078A (CMOS INPUT)
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標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)

MAX5078 toc16

40ns/div

LOGIC-INPUT VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE
(VDD = 4V, CL = 10,000pF)

IN-
2V/div

OUT
2V/div

IN+ = VDD

MAX5078B (TTL INPUT)

MAX5078 toc17

20ns/div

LOGIC-INPUT VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE
(VDD = 4V, CL = 5000pF)

IN-
2V/div

OUT
2V/div

IN+ = VDD

MAX5078B (TTL INPUT)

MAX5078 toc18

40ns/div

LOGIC-INPUT VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE
(VDD = 4V, CL = 10,000pF)
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IN+ = VDD

MAX5078B (TTL INPUT)
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20ns/div

LOGIC-INPUT VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE
(VDD = 15V, CL = 5000pF)
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5V/div

IN+ = VDDMAX5078B (TTL INPUT)
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LOGIC-INPUT VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE
(VDD = 15V, CL = 10,000pF)
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MAX5078 toc22

40ns/div

LOGIC-INPUT VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE
(VDD = 15V, CL = 10,000pF)

IN+ = VDD

IN-
2V/div

OUT
5V/div

MAX5078B (TTL INPUT)

VDD vs. OUTPUT VOLTAGE
MAX5078 toc23

2ms/div

VDD
5V/div

OUT
5V/div

IN+ = 15V
IN- = GND
CL = 10,000pF

MAX5078B (TTL INPUT)

MAX5078 toc24

2ms/div

VDD vs. OUTPUT VOLTAGE

IN+ = 15V
IN- = GND
CL = 10,000pF

VDD
5V/div

OUT
5V/div

MAX5078B (TTL INPUT)

標準動作特性(続き) __________________________________________________________
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)

MAX5078 toc21

20ns/div

LOGIC-INPUT VOLTAGE vs. OUTPUT VOLTAGE
(VDD = 15V, CL = 5000pF)

IN-
2V/div

OUT
5V/div

IN+ = VDD

MAX5078B (TTL INPUT)



詳細 _______________________________

VDD低電圧ロックアウト(UVLO)

MAX5078A/MAX5078Bは、VDD用の低電圧ロックアウト
(UVLO)を内蔵しています。VDDがUVLOスレッショルド以
下になると、OUTが入力状態に関係なくローにプル
されます。低電圧ロックアウトは200mVの標準ヒステ
リシス付の3.5V(typ)で、チャタリングを排除します。
VDDがUVLOを上回ると、出力はロジック入力レベルに
応じてハイまたはローになります。適切に動作させる
には、低ESRセラミックコンデンサを使ってVDDをバイ
パスします(｢アプリケーション情報｣の項を参照)。

ロジック入力

MAX5078AはCMOSロジック入力を備え、また
MAX5078BはTTL対応のロジック入力を備えています。
ロジック入力は、VDD電圧に関係なく、最大18Vの電圧
スパイクから保護されます。TTL及びCMOSロジック
入力は、遷移時のダブルパルスを排除するためにそれぞれ
300mV及び0.1 x VDDヒステリシスを備えています。
2.5pFの低入力容量のため、負荷が低減し、スイッチング
速度が向上します。

ロジック入力はハイインピーダンスであり、フロー
ティング状態にしないでください。入力が開放状態の
場合は、VDDがUVLOスレッショルドを上回るとすぐに
OUTは不定状態になってしまいます。このため、この
デバイスへの電源投入時に、コントローラからのPWM
出力が適切な状態になっている必要があります。

MAX5078A/MAX5078Bは2つのロジック入力を備え、
MOSFET制御のフレキシビリティを向上させます。
非反転ロジック動作にはIN+を使用し、反転ロジック
動作にはIN-を使用します。未使用の場合は、IN+を
VDDに、IN-をGNDに接続します。

または、未使用の入力をオン/オフ機能として使用する
ことができます。IN+をアクティブローシャットダウン
ロジックに、IN-をアクティブハイシャットダウンロジック
に使用します(図3参照)。利用可能な入力のすべての
組合せについては、表1を参照してください。

ドライバ出力

MAX5078A/MAX5078Bは、出力段に低RDS(ON)のp
チャネル及びnチャネルデバイス(トーテムポール)を備え、
高速ターンオン/ターンオフ、ハイゲートチャージスイッ
チングMOSFETを可能にします。ピークソースまたは
シンク電流は、4A(typ)です。出力電圧(VOUT)はハイの
状態ではVDDとほぼ同じで、ローの状態ではグランド
です。VDDが高くなるとドライバRDS(ON)は低くなるため、
ソース/シンク電流能力が向上し、スイッチング速度が
高速化されます。非反転及び反転ロジック入力から
OUTまでの伝搬遅延は、2ns(typ)にマッチングされます。
ブレークビフォメークロジックによって、内蔵p及びn
チャネルデバイス間の貫通伝導とシュートスルーが排除
されるため、自己消費電流が低減します。

アプリケーション情報 ________________

RLC直列回路

ドライバのRDS(ON)(RON)、内蔵ボンド/リードインダク
タンス(LP)、配線インダクタンス(LS)、ゲートインダク
タンス(LG)、及びゲート容量(CG)によって、2次特性
方程式で表される直列RLC回路を形成します。直列
RLC回路は、非減衰固有周波数(ϖ0)及び減衰比(ζ)を
備えています。ここでは、

減衰比は、リンギングを排除するために0.5(理想的に
は1)以上である必要があります。超低ゲートチャージ
MOSFETを駆動する場合、またはドライバがMOSFET
から離れて配置されている場合は、ゲートと直列に
小型抵抗(RGATE)を追加します。
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端子説明 ___________________________________________________________________

PIN NAME FUNCTION

1 IN- Inverting Logic-Input Terminal. Connect to GND when not used.

2, 3 GND Ground

4 VDD Power Supply. Bypass to GND with one or more 0.1µF ceramic capacitors.

5 OUT Driver Output. Sources or sinks current to turn the external MOSFET on or off.

6 IN+ Noninverting Logic-Input Terminal. Connect to VDD when not used.

— EP
Exposed Pad. Internally connected to GND. Do not use the exposed pad as the only electrical
ground connection.

端子 名称 機 能

反転ロジック入力端子。未使用の場合はGNDに接続します。

グランド

電源。1個または複数の0.1µFのセラミックコンデンサでGNDにバイパスします。

ドライバ出力。電流をソースまたはシンクして、外付けMOSFETをターンオンまたはターンオフします。

エクスポーズドパッド。GNDに内部接続されています。エクスポーズドパッドを単一の電気グランド
接続部として使用しないでください。

非反転ロジック入力端子。未使用の場合はVDDに接続します。
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以下の式を使って、直列抵抗を算出します。

LPは、TDFNパッケージの場合は2nHとして概算するこ
とができます。LSは、約20nH/インチです。MOSFET
ベンダでLGを検証します。

電源バイパス及びグランディング

MAX5078A/MAX5078Bのバイパス及びグランディング
に特に注意してください。大容量外付け容量性負荷を
駆動すると、消費電流及び出力電流のピークが4Aを
超える場合があります。電源電圧の降下とグランドシフト
によって、インバータに負帰還が起こり、遅延及び遷移
時間が悪化するおそれがあります。また、不適切なデバ
イスのグランディングによるグランドシフトが、同じAC
グランドリターン経路を共有する他の回路に障害を
もたらすこともあります。容量性負荷でMAX5078A/
MAX5078Bをスイッチングする際にdi/dtが大のため、
VDD、OUT、またはGND経路、あるいはそれらの組合わせ
の直列インダクタンスにより発振を起こす場合があり
ます。VDDをGNDにバイパスするために、デバイスに
できる限り近接して並列に1個または複数の0.1µFセラ
ミックコンデンサを配置します。グランドプレーンを
使って、グランドリターン抵抗と直列インダクタンス
を最小限に抑えます。基板インダクタンスとAC経路
インピーダンスをさらに最小限に抑えるために、
MAX5078A/MAX5078Bにできる限り近接して外付け
MOSFETを配置します。

消費電力

MAX5078A/MAX5078Bの消費電力は以下の3要素から
構成されます。すなわち、消費電力は、自己消費電流、

内部ノードの容量性充電/放電、及び出力電流(容量性
または抵抗性負荷)によって発生します。最大消費電力
制限値以内にこれらの要素の合計を維持します。

内部ノードの充電や放電に必要な電流は、周波数に
依存します(｢標準動作特性｣の｢IDD-SW Supply Current
vs. Supply Voltage(IDD-SW消費電流及び電源電圧)｣図
を参照)。自己スイッチング消費電流(IDD-SW)による消費
電力(PQ)は、以下のように算出することができます。

PQ = VDD x IDD-SW

容量性負荷の場合は、以下の式を使って消費電力を概算
します。

PCLOAD = CLOAD x (VDD)2 x fSW

ここで、CLOADは容量性負荷、VDDは電源電圧、fSWは
スイッチング周波数です。

以下のように、総消費電力(PT)を算出します。
PT = PQ + PCLOAD

グランド基準抵抗性負荷を駆動する場合は、以下の式
を使ってMAX5078A/MA5078Bの総消費電力を概算
します。

PT = PQ + PRLOAD

PRLOAD = D x RON(MAX) x ILOAD2

ここでは、DはMAX5078A/MA5078Bの出力がハイに
プルする期間の部分比、RON(MAX)は出力ハイのデバイス
の最大オン抵抗、そしてILOADはMAX5078A/MAX5078B
の出力負荷電流です。

レイアウト情報

MAX5078A/MAX5078BのMOSFETドライバは大電流の
ソースやシンクを行い、スイッチングMOSFETのゲート
に超高速の立上り/立下りエッジを生成します。配線長
やインピーダンスが適切に調整されていない場合は、
高いdi/dtによって、許容できないリンギングが発生する
ことがあります。

R
L L L

C
RGATE

P S G

G
ON≥

+ +
− 

( )

VIH

VIL

90%

10%

VIH
VIL

tRtF

tD-OFF1 tD-ON1

tD-OFF2 tD-ON2

IN+

OUT

IN-

RISING MISMATCH = tD-ON2 - tD-ON1
FALLING MISMATCH = tD-OFF2 - tD-OFF1

図1. タイミング図
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MAX5078B

BREAK-
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CONTROL

VDD

OUT

GND

IN-

IN+

図2. MAX5054の簡略図(1ドライバ)
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MAX5078A/MAX5078Bで設計する際には、以下の
プリント基板レイアウトガイドラインを用います。

• デバイスにできる限り近接して、VDDとGNDの間に
1個または複数の0.1µFのデカップリングセラミック
コンデンサを配置します。VDDとGNDを広い銅箔領域
に接続します。プリント基板上で、MAX5078A/
MAX5078BのVDD入力及びGNDに小抵抗経路で、
1個の10µF(min)大容量コンデンサを配置します。

• 2つのAC電流ループが、デバイスと駆動される
MOSFETゲートの間に形成されます。MOSFETは、
ゲートがローにプルされる際にゲートからソースへの
大きなコンデンサのように見えます。有効電流ループ
は、MOSFETゲートから、MAX5078A/MAX5078B
のOUT、MAX5078A/MAX5078BのGND、及び
MOSFETのソースまでです。MOSFETのゲートがハイ
にプルすると、アクティブ電流は、デカップリング
コンデンサのVDD端子から、MAX5078A/MAX5078B
のVDD、MAX5078A/MAX5078BのOUT、MOSFET
ゲート、MOSFETソース、及びデカップリングコン
デンサの負端子までです。充電電流及び放電電流
ループはともに重要です。これらのAC電流経路の物理
的距離とインピーダンスを最小限に抑えます。

• デバイスをMOSFETにできる限り近接して配置します。

• 多層プリント基板では、内層は、放電及び充電電流
ループを含むGNDプレーンから構成される必要が
あります。

• TTLロジック入力デバイスを使用する場合は、グランド
ループに特に注意して、ローインピーダンス電源を
使用します。OUTの高速立下り時間によって、遷移時
に入力が破損することがあります。

エクスポーズドパッド

TDFN-EPパッケージは、パッケージの裏面にエクスポー
ズドパッドを備えています。このパッドはGNDに内部接続
されています。熱伝導性を最適化するには、1.9W消費
のためにエクスポーズドパッドをグランドプレーンに半田
付けします。グランド接続パッドを単一の電気グランド
接続部やグランドリターンとして使用しないでください。
GND(端子2及び3)を主な電気グランド接続部として使用し
ます。

4A、20ns、MOSFETドライバ

10 ______________________________________________________________________________________

MAX5078

VDD

GNDIN-

IN+ OUTPWM
INPUT

ON
OFF

図3. オン/オフ機能としての未使用入力

表1. MAX5078の真理値表
IN+ IN- OUT

Low Low Low

Low High Low

High Low High

High High Low

追加アプリケーション回路 _____________

MAX5078A
MAX5078B

VDD

IN+

IN-

OUT

GND

VDD

N

VS

図4. 非反転アプリケーション

MAX5078A
MAX5078B

VDD

IN+

IN-

OUT

GND

4V TO 15V

N

VS

VOUT

FROM PWM
CONTROLLER

(BOOST)

図5. ブーストコンバータ
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MAX5078A
MAX5078B

IN+

IN-

OUT

GND

N

VOUT

FROM PWM
CONTROLLER

(BOOST)

VDD

MAX5078A
MAX5078B

IN+

IN-

OUT

GND

4V TO 15V

VDD

P

図6. ハイパワー同期バックコンバータの
MAX5078A/MAX5078B

PWM IN

VOUT
VIN

MAX5078

VDD

IN+

IN-

OUT

GND

4V TO 15V

MAX5078

VDD

IN+

IN-

OUT

GND

MAX5078

OUT

IN-

IN+

GND

VDD

SIGNAL FROM PRIMARY

4V TO 15V

図7. 2次側同期整流付フォワードコンバータ

チップ情報 _________________________
TRANSISTOR COUNT: 258

PROCESS: CMOS
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マキシムは完全にマキシム製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。
マキシムは随時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。
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DETAIL A

N

F
1

221-0137

PACKAGE OUTLINE, 6, 8, 10 & 14L,

TDFN, EXPOSED PAD, 3x3x0.80 mm

COMMON DIMENSIONS

SYMBOL MIN. MAX.

A 0.70 0.80

D 2.90 3.10

E 2.90 3.10

A1 0.00 0.05

L 0.20 0.40

PKG. CODE N D2 E2 e JEDEC SPEC b [(N/2)-1] x e

PACKAGE VARIATIONS

0.25 MIN.k

A2 0.20 REF.

2.30±0.101.50±0.106T633-1 0.95 BSC MO229 / WEEA 1.90 REF

F
2

221-0137

PACKAGE OUTLINE, 6, 8, 10 & 14L,

TDFN, EXPOSED PAD, 3x3x0.80 mm

0.40±0.05

1.95 REF0.30±0.050.65 BSC2.30±0.108T833-1

2.00 REF0.25±0.050.50 BSC2.30±0.1010T1033-1

2.40 REF0.20±0.03- - - - 0.40 BSC1.70±0.10 2.30±0.1014T1433-1

1.50±0.10

1.50±0.10

MO229 / WEEC

MO229 / WEED-3

0.40 BSC - - - - 0.20±0.03 2.40 REFT1433-2 14 2.30±0.101.70±0.10
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